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Guía 6: Dinámi
a de ele
trones de Blo
h

1. Para una red 
uadrada de parámetro a 
onsidere una banda de energía dada por:

ǫ(~k) = ǫ0 − 2t[cos(kxa) + cos(kya)]

a) Gra�que la velo
idad de un ele
trón en esta banda en dire

ión ~k = (kx, 0).

b) Si el ele
trón se en
uentra en un estado ~k y no hay 
ampos externos apli
ados,

¾
ómo se mueve el ele
trón en el espa
io real? Justi�que su respuesta.


) Si tenemos un 
ampo elé
tri
o ~E = (0, Ey), ¾
ómo evolu
iona ~k en fun
ión del

tiempo? Haga un grá�
o 
ualitativo de la traye
toria del ele
trón en el espa
io real.

d) Cal
ule el tensor de masa efe
tiva.

e) En esta banda, ¾la a
elera
ión del ele
trón es paralela al ~E apli
ado? Justi�que.

2. (a) Teniendo en 
uenta que el tiempo de relaja
ión del 
obre es aproximadamente 20 ×

10−14 s, 
uán intenso debe ser un 
ampo elé
tri
o para tener una os
ila
ión de Blo
h en

un tiempo menor que el tiempo de relaja
ión?

(b) Considere el sistema GaAs, donde a bajas temperaturas los tiempos de relaja
ión

pueden llegar a 3×10−10 s y es posible 
onstruir estru
turas arti�
iales 
on 
eldas unidad

del orden de 100 Å. En este 
aso, 
uánto debe valer la intensidad del 
ampo elé
tri
o

para ver las os
ila
iones de Blo
h?

3. Considere una muestra de GaAs, donde la masa efe
tiva de los ele
trones de 
ondu

ión

es 0.067 m0. Al apli
ar un 
ampo elé
tri
o de 1kV/
m ¾Cuál es la velo
idad de arrastre si

i) τ = 10−13 s, ii) i) τ = 10−12 s o iii) τ = 10−11 s? Estime la 
ondu
tividad del material

para 
ada 
aso. Cómo afe
taría a la 
ondu
tividad un in
remento de la temperatura?


